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 近年、酸化物半導体 In-Ga-Zn-Oxide(InGaZnO）は特に情報ディスプレイの分野で広く注目を集

めており、既に InGaZnOトランジスタをバックプレーンとする液晶ディスプレイ、あるいは有機

ELディスプレイの量産が始まっている。一方で、InGaZnO トランジスタの電界効果移動度は 5～

10 [cm
2
/Vsec]程度であり、より高精細なディスプレイを実現するためには、あるいはドライバ回

路を搭載するためには電流駆動力の更なる向上が求められている。 

 我々は、InGaZnO トランジスタの電流駆動力の向上を目指して、図 1 に示すように、活性層で

ある InGaZnO 層を、ゲート電極で電気的に取り囲む構造のトランジスタ[1]を作製した。このトラ

ンジスタ構造を、我々は Surrounded channel（S-channel）構造と称している。S-channel 構造の

InGaZnO トランジスタを上下のゲート電極を短絡して駆動させ（Dual Gate 駆動）、そのトランジ

スタ特性を調べたところ、活性層の下側のみにゲート電極を有するトランジスタと比べて、上側

のゲート絶縁膜が下側よりも厚いにも関わらず、電界効果移動度が 2 倍以上に向上することを見

出した（図 2、図 3）。但し、電界効果移動度は下側のゲート絶縁膜による容量だけを考慮した式

から算出している。我々は更に、トランジスタのチャネル長が短くなるほど、S-channel構造によ

る電界効果移動度の向上効果が顕著になることも見出した。この現象は、S-channel構造の InGaZnO

トランジスタでは、上下のゲート電極からの電界によって活性層の表面だけでなく、活性層のバ

ルク中にも電流が流れるために生じたことが判明している。講演当日は数値計算の結果と解析的

な考察も交えて議論を行う。  
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図 2：Dual Gate 駆動の S-channel 構

造トランジスタの電流電圧特

性（Id-Vg特性） 

図 3：活性層の下側のみにゲート

電極を有するトランジスタ

の電流電圧特性（Id-Vg特性） 

図 1：S-channel構造トランジ

スタの断面模式図 

   （チャネル幅方向） 
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